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(54) Plasmabildschirm vom Oberflächenentladungstyp

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen Plasma-
bildschirm vom Oberflächenentladungstyp, bei dem die
Entladungselektroden (X1,X2) von einer dielektrischen
Schicht (4) bedeckt sind. Nachteilig an bekannten Plas-
mabildschirmen vom Oberflächenentladungstyp sind
die relativ hohe Zündspannung für die Gasentladung

und die geringe Effizienz Um einen Plasmabildschirm
vom Oberflächenentladungstyp mit verbesserter Entla-
dungseffizienz zu schaffen, wird vorgeschlagen, die Ka-
pazität der dielektrischen Schicht (4) C = f(Schichtdicke
d, Dielektrizitätskonstante ε) in einer Richtung transver-
sal zum Entladungskanal zu variieren.
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